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酸化剤を含む溶液中にナノカーボンフレークを堆積した半導体基板を浸漬すると、
ナノカーボンが持つ触媒機能により、半導体表面のエッチングが促進する。これま
でに、大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点の装置を利用し、酸
化グラフェンを触媒として組み込んだリソグラフィープロセスを構築すると共に、
半導体表面にトレンチパターンを形成する実験に取り組み、エッチングの基礎特性
を把握した。また、溶液温度や酸化剤の添加等がエッチングに与える影響について、
調査してきた。しかし最も基本的である、触媒層の膜厚とエッチング特性との相関
関係については、未だよく分かっていない。テーマ①：リソグラフィーにより異な
る膜厚のナノカーボン膜をパターン形成し、エッチング特性の膜厚依存性を明らか
にすることを試みた。さらに金を堆積したSi試料エッチングモードの調査を進め、
その結果を踏まえてナノカーボン触媒を用いたトレンチ加工におけるエッチングモー
ドの解明を行う予定である。テーマ②：予備実験として、EB蒸着装置を用いた金を
堆積したSi試料のウェットエッチングを実施し、薬液の温度に依存したエッチング
モードの調査を行った。

実験
Experimental

テーマ①：前洗浄したGe基板上にポジ型レジスト（AZ5206EまたはAZ5214E）を
成膜した後、マスクアライナーで露光し、現像液（NMD-3）を用いて現像し、レ
ジストパターンを得た。その後、酸化グラフェンをスピンコートにより堆積し、ア
セトンによりリフトオフすることで、Ge表面上に酸化グラフェン膜のパターンを形
成した。テーマ②：テーマ①と同様のプロセスでレジストパターンをSi表面に形成
した。その後、Ti/Au二層膜をEB蒸着装置により堆積し、Si表面上にAu触媒膜のパ
ターンを形成した。この基板を、H2O2・HF混合溶液に60分浸漬し、選択エッチン
グを行うことで、Si基板上にトレンチパターン構造を形成した。

結果と考察
Results and Discussion

テーマ①：図1に、異なるスピンコート回数で酸化グラフェン膜をパターン形成し
たGe試料表面を白色干渉計で観察した結果を示す。図1から、スピンコート回数を
増加するにつれて、堆積する酸化グラフェン膜の厚さが増加している様子がわかる。
テーマ②：図2にAu触媒膜をパターン形成したSi試料のエッチング後の表面をSEM
で観察した結果を示す。Au膜の直下が選択的にエッチングされている様子が分かる。
しかし、Au膜直下に加えてその周辺部までエッチングが進行している。これは触媒
反応が促進され、エッチングに寄与するホールが過剰に注入された結果、余剰ホー
ルが周囲に拡散することを示唆する。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1 異なるスピンコート回数で堆積した酸化グラフェン膜

図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

図2 Au触媒膜をパターン形成したSi試料をエッチングした後のSEM像
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